ELEKTRONIK VE HABERLESME MUHENDISLIGI BOLUMU
ELEKTRONIK ANABILIM DALI

ELEKTRONIGE GIRIS 2005 — 2006 BAHAR UYGULAMA 2

HATIRLATMA: Saf Yariiletken icin Enerji Bant Modelinde:

TdD deki bir kristal igin her zaman:

1. Notrliik kosulu gegerlidir: n+N,  =p+N,"
2. p.n=nidir.

Saf Yl i¢in Na ; Np = 0 oldugundan nétrliikk kosulu n = p haline gelir.
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E = Ei : Oz iletim Fermi seviyesi olarak tanimlanir.
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Ornek 1: Np = 5.10%cm™ Antimon Katkili bir Si kristali ile ayni katki yogunluguna sahip
Kikdrt katkili bir Si kristalinin T = 50, 300, 600K deki tasiyict yogunluklarini, Fermi enerji
seviyelerini ve iletkenliklerini hesaplayarak yorumlayiniz.

AEDSb =0.04eV ; AEDS =0.18eV

T[K] | Nc[em?®] | ni[cm?] | KT [eV]
50 1,97.10%8 0 0,0043
300 2,9.10%° 1,5.10% 0,026
600 8,2.10'° 4,9.10%° 0,052
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T =50 Kiigin:

Antimon (Sb) katkih kristal
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Kukart (S) katkih kristal

N, 2 5.10° 2%

K=4—Dgkl —4 0043

'1,97.10"%°

c

K =111.10" >>1

yine diisiik sicakliklar i¢in yaklagik formiilii
kullanabiliriz:
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T =300 K cin:

Antimon (Sb) katkih kristal
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O halde n=N; =N,
Sb katkili kristalde tiim katkilar iyonlagsmistir
kabul edilebilir.

, yani oda sicakliginda

n=>5.10%cm™

(tam formulden hesapla
n=4,995.10"cm™ 5 = %99.91 bulunurdu)
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T =600 K icin:

Kukart (S) katkih kristal
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yani oda sicakliginda S katkili kristalde
tiim katkilar iyonlasmamustir.
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Yiiksek sicaklik bolgesinde artik S katkili kristalde de tiim katkilar iyonlagmistir ve tasiyici
yogunluklarini agirlikli olarak etkileyen bilesen n;j dir (ni yogunlugu arttk Np ile ayni
mertebeye ulagmistir, hatta sicaklikla hizla artarak Np yi ¢cok gegmektedir). Dolayisiyla her iki
katk i¢in yliksek sicaklik bolgesinde bir fark gézlenmez.
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n ve p degerleri birbirine yakin oldugundan iletkenlik hesaplanirken p’li bilesen ihmal
edilemez.
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Antimon katkili Si kristalinin tasiyici yogunluklarinin sicaklikla degisimi (lineer)
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Antimon ve kiikiirt katkili Si kristallerinin n(T) degisimi (lineer)
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Antimon ve kiikiirt katkil1 Si kristallerinin n(T) degisimi (logaritmik)
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